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Abstract (en)
[origin: WO8500074A1] A cathode/grid assembly for effecting a dual power mode electron gun for use with a travelling wave tube. The conventional
"shadow grid" (210) is both electrically and mechanically isolated from the cathode (100). A variable voltage source (240) is connected to the
shadow grid to bias it slightly above or slightly below the cathode potential, depending on the power mode. The electron emitting surface area
(102) of the cathode is the same in both modes. By changing the bias on the shadow grid, the transverse beam temperature may be increased to
compensate for the reduced space charge density of the low power mode. Thus, the diameter of the low power beam is substantially the same as
the diameter of the high power beam. This ensures good beam transmission and high electron beam rf interaction in the low power mode.

Abstract (fr)
Assemblage de cathode/grille permettant de réaliser un canon à électrons à mode de puissance double destiné à être utilisé avec un tube à ondes
progressives. La "grille d'ombre" conventionnelle (210) est isolée aussi bien électriquement que mécaniquement de la cathode (100). Une source
de tension variable (240) est reliée à la grille d'ombre de manière à la polariser légèrement au-dessus ou légèrement au-dessous du potentiel de
la cathode, suivant le mode de puissance. La surface spécifique (102) émettrice d'électrons de la cathode est la même dans les deux modes. En
modifiant la polarisation de la grille d'ombre, la température du faisceau transversal peut être augmentée pour compenser la réduction de la densité
de charge d'espace du mode à faible puissance. Par conséquent, le diamètre du faisceau de faible puissance est sensiblement le même que le
diamètre du faisceau de puissance élevée. Cela garantit une bonne transmission du faisceau et une intense interaction rf du faisceau d'électrons en
mode de faible puissance.
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